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요약

제1 그리고 제2의 입출력선 그룹(IOG1과 BG2)이 설치된다. 복수의 제1의 비트선 그룹(BG1과 BG3)은 대응
하는 열 선택회로(SL1과 SL3)을 통하여 제1의 입출력선 그룹(IOG1)에 각각 접속된다. 복수의 제2의 비트
선 그룹(BG2와 BG4)는 대응하는 열 선택 회로(SL2와 SL4)를 통하여 제2의 입출력선 그룹(IOG2)에 각각 
접속된다.

열 디코우더(5a)는 제1의 비트선 그룹에 대응하는 1개의 열선택회로와 제2의 비트선 그룹에 대응하는 1
개의 열선택 회로를 동시에 또는 소정의 시간차를 가지고 활성화한다.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

반도체 기억장치와 그 동작방법

[도면의 간단한 설명]

제1도는 제1 실시예의 DRAM의 전체구성을 표시하는 블럭도.

제2도는 제1도에 표시한 DRAM의 주요부의 상세한 구성을 표시하는 도면.

제3도는 제2도에 표시한 구성의 주요부만을 개략적으로 표시하는 도면.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

반도체 기억장치에 있어서, 복수행과 복수열에 배열되고 각각 데이터를 기억하는 복수의 메모리 셀(MC)
를 포함한는 메모리 배열(1)과 그리고 상기 복수열에 대응하여 설치되고 각각이 대응하는 열내의 메모리 
셀에 접속된 복수의 비트선(BL1-BL16)과 상기 복수의 비트선(BL1-BL16)은 각각이 소정수의 비트선을 포
함하는 복수의 비트선 그룹(BG1-BG4)에 구분되고, 상기 복수의 비트선 그룹은 n개의 메인그룹에 분류되
고, 상기 n개의 메인 그룹에 대응하여 설치되고 각각이 소정수의 입출력선(I01-I04, I05-I08)을 포함하
는 n개의 입출력선 그룹(IOG1,IOG2)과 상기 복수의 비트선 그룹(BG1-BG4)에 대응하여 설치되고 각각이 
대응하는 비트선 그룹과 대응하는 입출력선 그룹사이에 접속된 복수의 접속수단(SL1-SL4)과 그리고 상기 
복수의 비트선 그룹(BG1-BG4)의 어느것을 선택하기 위하여 상기 복수의 접속수단(SL1-SL4)에 대응하는 
복수의 선택신호(CSL1-CSL4)를 선택적으로 발생하기 위한 열선택수단(5a,5c,5d)를 포함하는 반도체 기억
장치에 있어서, 상기 복수의 접속수단(SL1-SL4)의 각각은 대응하는 선택신호에 응답하여 활성화되고 대
응하는 비트선 그룹내의 각 비트선을 대응하는 입출력선 그룹내의 각 입출력선에 접속하고 그리고 상기 
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열선택 수단은(5a,5c,5d) 상기 메모리 배열(1)내의 다른 입출력선 그룹에 접속된 복수의 접속 수단을 동
시에 또는 소정의 시간차를 가지고 활성화하기 위한 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체 기억 
장치.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 n개의 입출력선 그룹(IOG1-IOG2)에 공통으로 설치되고 소정수의 입출력선(GI01-
GI04)을 포함하는 글로벌(global) 입출력선 그룹(GIOG)과 상기 n개의 입출력선 그룹(IOG1,IOG2)내의 각 
입출력선을 상기 글로벌 입출력선 그룹(GIOG)내의 대응하는 입출력선에 선택적으로 접속하기 위한 스위
칭 수단(18)과 그리고 상기 글로벌 입출력선 그룹(GIOG)내의 각 입출력선을 순차적으로 선택하기 위한 
입출력선 선택수단(7,10)을 부가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체 기억장치.

청구항 3 

제2항에 있어서, 초기의 어드레스에서 순차적으로 변하는 어드레스를 나타내는 어드레스 신호를 발생하
기 위한 제1모드와 소정의 범위를 가지고 순환하는 어드레스를 나타내는 어드레스 신호를 발생하기 위한 
제2모드를 가지는 어드레스 카운터 수단(16a)를 부가적으로 포함하는 반도체 기억장치에 있어서, 상기 
열 선택수단(5a,5c,5d)는 상기 복수의 접속수단(SL1-SL4)의 어느하나를 선택하고 활성화하기 위해 동시
에 또는 소정의 시간차를 가지고 상기 어드레스 카운터 수단(16a)에서 발생된 상기 어드레스 신호의 한
부분에 반응하고, 상기 입출력선 선택수단은 상기 글로벌 입출력선 그룹(GIOG)내의 상기 입출력선(GI01-
GI04)에 대응하는 데이터를 순차적으로 선택하기 위해 상기 어드레스 카운터 수단(16a)에서 발생된 상기 
어드레스 신호의 나머지 부분에 응답하는 것을 특징으로 하는 반도체 기억장치.

청구항 4 

제3항에 있어서, 상기 복수행에 대응하여 설치되고 각각이 대응하는 행내의 메모리 셀(MC)에 접속된 복
수의 워드선(WL)과 상기 복수의 워드선(WL)중에서 어느하나를 선택하고 활성화하기 위한 행선택수단(2)
과 그리고 상기 워드선(WL)의 하나가 상기 행 선택수단(2)에 의해 활성화된 상태를 유지하는 동안에 상
기 어드레스 카운터 수단(16a)를 활성화하기 위한 제어수단(17a)를 부가적으로 포함하는 것을 특징으로 
하는 반도체 기억장치.

청구항 5 

제2항에  있어서,  각각의  상기  비트선(BL1-BL16)은  비트선쌍을  포함하고,  상기  n개의  입출력선 
그룹(IOG1,IOG2)내의 각각의 상기 입출력선들(I01-I04, I05-I08)은 입출력선쌍을 포함하고, 그리고 상기 
글로벌 입출력선 그룹(GIOG)내의 각각의 상기 입출력선(GI01-GI04)은 입출력선쌍을 포함하는 것을 특징
으로 하는 반도체 기억장치.

청구항 6 

반도체 기억장치에 있어서, 복수행과 복수열에 배열되고 각각 데이터를 기억하는 복수의 메모리 셀(MC) 
그리고  상기  복수열에  대응하여  설치되고  각각이  대응하는  열내의  메모리셀에  접속된  복수의 
비트선(BL1-BL16)을 포함하는 메모리 배열(1)과, 상기 복수의 비트선(BL1-BL16)은 각각이 소정수의 비트
선을 포함하는 복수의 비트선 그룹(BG1-BG4)에 구분되고 각각이 소정수의 입출력선(I01-I04,I05-I08)을 
포함하는  n개의  입출력선  그룹과(IOG1,IOG2)과  n개의  접속수단  그룹은  상기  n개의  입출력선 
그룹(IOG1,IOG2)에 대응하여 설치되고, 상기 복수의 비트선 그룹(BG1-BG4)에 대응하여 설치되고 각각이 
대응하는 비트선 그룹과 대응하는 입출력선 그룹사이에 접속된 복수의 접속수단(SL1a-SL4a,SL1b-SL4b)를 
포함하는 각각의 상기 n개의 접속수단 그룹과 그리고 상기 복수의 비트선 그룹(BG1-BG4)의 어느것을 선
택하기 위하여 각 접속수단 그룹내의 상기 복수의 접속수단(SL1a-SL4a,SL1b-SL4b)에 대응하는 복수의 선
택신호(CSL1a-CSL4a, CSL1b-CSL4b)를 선택적으로 발생하기 위한 열 선택수단(5b)을 포함하고, 각 접속수
단 그룹내의 각각 상기 복수의 접속수단은 대응하는 선택신호에 응답하여 활성화되고 대응하는 비트선 
그룹내의 각 비트선을 대응하는 입출력선 그룹내의 각 입출력선에 접속하고, 상기 메모리 배열(1)내의 
다른 입출력선 그룹에 접속된 복수의 접속수단을 동시에 또는 소정의 시간차를 가지고 활성화하기 위한 
수단을 포함하는 상기 열 선택수단(5b)를 특징으로 하는 반도체 기억장치.

청구항 7 

제6항에 있어서, 상기 n개의 글로벌 입출력선 그룹(IOG1,IOG2)내의 각 입출력선을 순차적으로 선택하기 
위한 입출력선 선택수단(7,10)을 부가적으로 포함하는 반도체 기억장치.

청구항 8 

제7항에 있어서, 초기의 어드레스에서 순차적으로 변하는 어드레스를 나타내는 어드레스 신호를 발생하
기 위한 제1모드와, 그리고 소정의 범위를 가지고 순환하는 어드레스를 나타내는 어드레스 신호를 발생
하기 위한 제42모드를 가지는 어드레스 카운터 수단(16a)를 부가적으로 포함하는 반도체 장치에 있어서, 
상기 열 선택수단(5b)은 상기 복수의 접속수단(SL1a-SL4a,SL1b-SL4b)의 어느하나를 선택하고 활성화하기 
위해 동시에 또는 소정의 시간차를 가지고 상기 어드레스 카운터 수단(16a)에서 발생된 상기 어드레스 
신호의 부분에 응답하고, 그리고 상기 입출력선 선택수단(7,10)는 상기 n개의 입출력선 그룹(IOG1,IOG2)
내의 상기 입출력선(GI01-GI08)에 대응하는 데이터를 순차적으로 선택하기 위해 상기 어드레스 카운터 
수단(16a)에서 발생된 상기 어드레스 신호의 부분에 응답하는 것을 특징으로 하는 반도체 기억장치.

청구항 9 

제8항에 있어서, 상기 복수행에 대응하여 설치되고 각각 대응하는 행내의 메모리 셀(MC)에 접속된 복수
의 워드선(WL)과 상기 복수의 워드선(WL)중에서 어느 하나를 선택하고 활성화하기 위한 행선택수단(2)과 
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상기 워드선(WL) 중의 어느하나가 상기 행 선택수단(2)에 의해 활성화된 상태를 유지하는 동안에 상기 
어드레스 카운터 수단(16a)을 활성화하기 위한 제어수단(17a)을 부가적으로 포함하는 반도체 기억장치.

청구항 10 

제7항에 있어서, 각각의 상기 비트선(BL1-BL16)은 비트선쌍을 포함하고, 그리고 상기 n개의 입출력선 그
룹(IOG1,IOG2)내의 각각의 상기 입출력선(I01-I08)은 입출력선쌍을 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체 
기억장치.

청구항 11 

반도체 기억장치에 있어서, 복수행과 복수열에 배열되고 각각 데이터를 기억하는 복수의 메모리 셀(MC) 
및 상기 복수열에 대응하여 설치되고 각각이 대응하는 열내의 메모리 셀에 접속된 복수의 비트선(BL1-
BL16)을 포함하는 메모리 배열(1)과, 상기 복수의 비트선(BL1-BL16)은 각각이 소정수의 비트선을 포함하
는 복수의 비트선 그룹(BG1-BG4)에 구분되고, 상기 복수의 비트선 그룹은 n개의 메인 그룹에 분류되고, 
상기 n개의 메인 그룹내의 상기 비트선 그룹은 번갈아가며 배치되고, 상기 n개의 메인 그룹에 대응하여 
설치되고 각각이 소정수의 입출력 선(I01-I04,I05-I08)을 포함하는 n개의 입출력선 그룹(IOG1,IOG2)과 
상기 복수의 비트선 그룹(BG1-BG4)에 대응하여 설치되고 각각이 대응하는 비트선 그룹과 대응하는 입출
력선 그룹사이에 접속된 복수의 접속수단(SL1-SL4)과 상기 복수의 비트선 그룹(BG1-BG4)의 어느것을 선
택하기 위하여 상기 복수 접속수단(SL1-SL4)에 대응하는 복수의 선택신호(CSL1-CSL4)를 선택적으로 발생
하기 위한 열 선택수단(5a)과, 상기 복수의 접속수단(SL1-SL4)의 각각이 대응하는 선택신호에 응답하여 
활성화되고 대응하는 비트선 그룹내의 각 비트선을 대응하는 입출력선 그룹내의 각 입출력선에 접속하
고, 상기 열 선택수단(5a)는 상기 메모리 배열(1)내의 다른 입출력선 그룹에 접속된 복수의 접속수단을 
동시에  또는  소정의  시간차를  가지고  활성화하기  위한  수단을  포함하고  상기  n개의  입출력선 
그룹(IOG1,IOG2)에  공통으로  설치되고  소정수의  입출력선(GI01-GI04)을  포함하는  글로벌  입출력선 
그룹(GIOG)과  상기  글로벌  입출력선  그룹(GIOG)내의  대응하는  입출력선을  상기  n개의  입출력선 
그룹(IOG1,IOG2)내의 각 입출선에 선택적으로 접속하기 위한 변환수단(18)과 그리고 상기 글로벌 입출력
선 그룹(GIOG)내의 각 입출력선을 순차적으로 선택하기 위한 입출력선 선택수단(7,10)을 포함하는 반도
체 기억장치.

청구항 12 

반도체 기억장치에 있어서, n개의 메모리 배열(11,12)는 서로 인접하여 배치되고, 복수행과 복수열에 배
열되고 각각이 데이터를 기억하는 복수의 메모리 셀(MC) 및 상기 복수열에 대응하여 설치되고 각각이 대
응하는 열내의 메모리 셀에 접속된 복수의 비트선(BL1-BL4,BL9-BL12,BL5-BL8,BL13-BL16)을 포함하는 각
각의 상기 n개의 메모리 배열(11,12)과, 상기 복수의  비트선은 복수의 비트선 그룹(BG1-BG4)에 구분되
고, 각각이 소정수의 비트선을 포함하고, 상기 n개의 메모리 배열(12)에 대응하여 설치되고 각각은 소정
수의 입출력 선(I01-I04,I05-I08)을 포함하는 n개의 입출력선(IOG1,IOG2)과, 각각이 대응하는 메모리 배
열내의 상기 복수 비트선 그룹(BG1,BG3,BG2,BG4)의 한쪽끝 근처에 위치하고 각 비트선에 수직으로 확장
되고 상기 n개의 메모리 배열(11,12)내의 상기 복수의 비트선 그룹(BG1,BG3,BG2,BG4)에 대응하여 설치되
고,  각각은  대응하는  비트선  그룹과  대응하는  입출력선  그룹사이에  접속된  복수의 
접속수단(SL1,SL3,SL2,SL4)과 상기 n개의 메모리 배열(11,12)내의 상기 복수의 비트선 그룹의 어느 것을 
선택하기 위하여 상기 복수의 접속수단(SL1-SL4)에 대응하는 복수의 선택신호(CSL1-CSL4)를 선택적으로 
발생하기 위한 열 선택수단(5c,5d)과 상기 복수의 접속수단(SL1-SL4)의 각각은 대응하는 선택신호에 응
답하여 활성화되고 대응하는 비트선 그룹내의 각 비트선을 대응하는 입출력선 그룹내의 각 입출력선에 
접속하고, 상기 열 선택수단(5c,5d)는 다른 메모리 배열내의 입출력선 그룹에 접속된 복수의 접속수단을 
동시에  또는  소정의  시간차를  가지고  활성화하기  위한  수단을  포함하고  상기  n개의  입출력선 
그룹(IOG1,IOG2)에  공통으로  설치되고  소정수의  입출력선(GI01-GI04)을  포함하는  글로벌  입출력선 
그룹(GIOG)과  상기  n개의  입출력선  그룹(IOG1,IOG2)내의  각  입출력선을  상기  글로벌  입출력선 
그룹(GIOG)내의 대응하는 입출선에 선택적으로 접속하기 위한 변환수단(18) 그리고 상기 글로벌 입출력
선 그룹(GIOG)내의 각 입출력선을 순차적으로 선택하기 위한 입출력선 선택수단(7,10)을 포함하는 반도
체 기억장치.

청구항 13 

반도체  기억장치에  있어서,  복수행과  복수열에  배열되고  각각이  데이터를  기억하는  복수의  메미로 
셀(MC)  및  상기  복수열에  대응하여  설치되고  각각이  대응하는  열내의  메모리  셀에  접속된  복수의 
비트선(BL1-BL16)을 포함하는 메모리 배열(1)과, 상기 복수의 비트선(BL1-BL16)은 각각이 소정수의 비트
선을 포함하는 복수의 제1의 비트선그룹(BG1,BG3)과 각각이 소정수의 비트선을 포함하는 복수의 제2의 
비트선 그룹(BG2,BG4)에 구분되고 소정수의 입출력선(I01-I04)를 포함하는 제1의 입출력선 그룹과 소정
수의 입출력선(I05-I08)을 포함하는 제2의 입출력선 그룹과 상기 복수의 제1의 비트선 그룹(BG1,BG3)에 
대응하여 설치되고 각각이 대응하는 제1의 비트선 그룹과 상기 제1의 입출력선 그룹(IOG1)사이에 접속된 
복수의 제1의 접속수단(SL1,SL3)과 상기 복수의 제2의 비트선 그룹(BG2,BG4)에 대응하여 설치되고 각각
이  대응하는  제2의  비트선  그룹과  상기  제2의  입출력선  그룹(IOG2)사이에  접속된  복수의  제2의 
접속수단(SL2,SL4)과 그리고 상기 복수의 제1 및 제2의 비트선 그룹(BG1-BG4)의 어느것을 선택하기 위하
여 상기 복수의 제12 및 제2의 접속수단(SL1-SL4)에 대응하는 복수의 선택신호(CSL1-CSL4)를 선택적으로 
발생하기 위한 열 선택수단(5a,5c,5d)을 포함하는 상기 복수의 제1의 접속수단(SL1,SL3)의 각각은 대응
하는 선택 신호에 응답하여 활성화되고 대응하는 제1의 비트선 그룹내의 각 비트선을 상기 제1의 입출력
선 그룹(IOG1)내의 각 입출력선에 접속하고, 상기 복수의 제2의 접속수단(SL2,SL4)의 각각은 활성화되기 
위하여 대응하는 선택신호에 응답하여 활성화되고 대응하는 제2의 비트선 그룹내의 각 비트선을 상기 
제2의  입출력선  그룹(IOG2)내의  각  입출력선에  접속하고,  그리고  상기  열선택수단은  상기  메모리 
배열(1)내의 다른 입출력선 그룹에 접속된 복수의 접속수단을 동시에 또는 소정의 시간차를 가지고 활성
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화하기 위한 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체 기억장치.

청구항 14 

반도체  기억 장치에 있어서,  복수행과 복수열에 배열되고 각각이 데이터를 기억하는 복수의 메모리 
셀(MC)  및  상기  복수열에  대응하여  설치되고  각각이  대응하는  열내의  메모리셀에  접속된  복수의 
비트선(BL1-BL16)을 포함하는 메모리 배열(1)과, 상기 복수의 비트선(BL1-BL16)은 각각이 소정수의 비트
선을 포함하는 복수의 비트선 그룹(BG1-BG4)에 구분되고 소정수의 입출력선(I01-I04)를 포함하는 제1의 
입출력선 그룹(IOG1)과 소정수의 입출력선(I05-I08)을 포함하는 제2의 입출력선 그룹(IOG2)과 상기 복수
의 비트선 그룹(BG1-BG4)에 대응하여 설치되고 각각이 대응하는 비트선 그룹과 상기 제1의 입출력선 그
룹(IOG1)사이에 접속된 복수의 제1의 접속수단(SL1a-SL4a)과 상기 복수의 비트선 그룹(BG1-BG4)에 대응
하여 설치되고 각각이 대응하는 비트선 그룹과 상기 제2의 입출력선 그룹(IOG2)사이에 접속된 복수의 
제2의 접속수단(SL1b-SL4b)과 그리고 상기 복수의 제1 및 제2의 접속수단(SL1a-SL4a,SL1b-SL4b)의 어느
것을 선택하기 위하여 상기 복수의 제41 및 제2의 접속수단(SL1a-SL4a,SL1b-SL4b)에 대응하는 복수의 선
택신호(CSL1a-CSL4a,CSL1b-CSL4b)를 선택적으로 발생하기 위한 열 선택수단(5b)을 포함하고 상기 복수의 
제1의 접속수단(SL1a-SL4a)의 각각은 대응하는 선택신호에 응답하여 활성화되고 대응하는 비트선 그룹내
의 각 비트선을 상기 제1의 입출력선 그룹(IOG1)내의 각 입출력선에 접속하고, 상기 복수의 제2의 접속
수단(SL1b-SL4b)의 각각은 대응하는 선택신호에 응답하여 활성화되고 대응하는 비트선 그룹내의 각 비트
선을 상기 제2의 입출력선 그룹(IOG2)내의 각 입출력선에 접속하고, 그리고 상기 메모리 배열(1)내의 다
른 입출력선 그룹에 접속된 복수의 접속수단을 동시에 또는 소정의 시간차를 가지고 활성화하기 위한 수
단을 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체 기억 장치.

청구항 15 

복수행과 복수열에 배열되고 각각이 데이터를 기억하는 복수의 메모리 셀(MC) 및 상기 복수열에 대응하
여 설치되고 각각이 대응하는 열내의 메모리셀에 접속된 복수의 비트선(BL1-BL16)을 포함하는 메모리 배
열(1)과,  상기  복수의  비트선(BL1-BL16)은  각각이  소정수의  비트선을  포함하는  복수의  비트선 
그룹(BG1,BG3)에 구분되고 복수의 제2의 비트선 그룹(BG2,BG4) 각각은 소정수의 비트선을 포함하고 소정
수의 입출력선(I01-I04)를 포함하는 제1의 입출력선 그룹(IOG1)과 그리고 소정수의 입출력선(I05-I08)을 
포함하는 제2의 입출력선 그룹(IOG2)으로 구성되는 반도체 기억장치의 동작방법에 있어서, 상기 복수의 
제1의 비트선 그룹(BG1,BG3)중의 어느 하나와 상기 복수의 제2의 비트선 그룹(BG2,BG4)중의 어느하나를 
동시에 또는 소정의 시간차를 가지고 상기 제1 및 제2의 입출력선 그룹(IOG1,IOG2)에 각각 접속하는 공
정을 포함하는 반도체 기억장치의 동작방법.

청구항 16 

제15항에 있어서, 소정수의 입출력선(GI01-GI04)를 포함하는 글로벌 입출력선 그룹(GIOG)을 부가적으로 
포함하는 상기 반도체 기억장치에 있어서, 상기 방법은 상기 제1 및 제2의 입출력선 그룹(IOG1,IOG2)내
의 각 입출력선을 상기 글로벌 입출력선 그룹(GIOG)내의 대응하는 입출력선에 선택적으로 접속하고 그리
고 상기 글로벌 입출력선 그룹(GIOG)내의 각 입출력선을 순차적으로 선택하는 공정을 부가적으로 포함하
는 동작 방법.

청구항 17 

복수행과 복수열에 배열되고 각각이 데이터를 기억하는 복수의 메모리 셀(MC) 및 상기 복수열에 대응하
여 설치되고 각각이 대응하는 열내의 메모리 셀에 접속된 복수의 비트선(BL1-BL16)을 포함하는 메모리 
배열(1)과,  상기  복수의  비트선(BL2-BL16)은  각각이  소정수의  비트선을  포함하는  복수의  비트선 
그룹(BG1-BG4)에 구분되고, 제1의 입출력선 그룹(IOG1)은 소정수의 입출력선(I01-I04)를 포함하고, 제2
의 입출력선 그룹(IOG2)는 소정수의 입출력선(I05-I08)을 포함하고, 사익 복수의 비트선 그룹(BG1-BG4)
에 대응하여 설치되고 각각이 대응하는 비트선 그룹을 상기 제1의 입출력선 그룹(IOG1)에 접속하는 복수
의 제1의 접속수단(SL1a-SL4a)과 그리고 상기 복수의 비트선 그룹(BG1-BG4)에 대응하여 설치되고 각각이 
대응하는 비트선 그룹을 상기 제2의 입출력선 그룹(IOG2)에 접속하는 복수의 제2의 접속수단(SL1b-SL4b)
을 포함하고 상기 방법은 상기 복수의 제1의 접속수단(SL1a-SL4a)의 어느하나와 상기 복수의 제2의 접속
수단(SL1b-SL4b)중의 어느하나를 동시에 또는 소정의 시간차를 가지고 활성화하는 공정을 포함하는 반도
체 기억장치의 동작방법.

청구항 18 

제17항에 있어서, 상기 제1, 제2의 입출력선 그룹(IOG1,IOG2)내의 각 입출력선을 순차적으로 선택하는 
공정을 부가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체 기억장치의 동작방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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